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紫外光発生用の波長変換デバイスは、これまでそのほとんどが、LBO,BBO,CLBO など複屈折位

相整合を用いたデバイスのみが実用化されてきた。これらの材料・デバイスの主な問題点は、潮

解性が高いことと、複屈折位相整合に伴うビーム変形(Walk-off)があげられる。われわれは、これ

らを解決する材料として強誘電体である LaBGeO5(LBGO)1, 2)に着目し、この材料の育成および周

期分極反転 LBGO（PP-LBGO）の作製に成功し、紫外光発生について報告した。3) 本報告では、

マルチグレーティング構造の PP-LBGO を作製し、355nmパルス光発生を試み、平均出力 300mW

以上の出力を確認したので報告する。 

LBGO 結晶は、チョクラルスキー法によりφ18mm程度、長さ 30mm程度の単結晶を育成した。

0.5mm厚の c板ウェハに 6.39～6.45umのマルチグレーティングのパターン電極を用い、電界印加

法により長さ 13mmの PP-LBGO を作製した。作製した PP-LBGO のデューティー比は、50±10％

程度の範囲で表面から裏面まで貫通している。 

得られたデバイスに対して、図 1に示すカスケード SFG発生構成により 355nmの発生を試みた。

入射光には 1064nm 10kHz, パルス幅は 7.5ns のパルスレーザを用い、3mm 長の PPMgSLT デバイ

スを用いて SHG(532nm)光を発生させ、残留 1064nm光と発生した 532nmを作製した PP-LBGOに

入射し、その特性を評価した(図 2)。集光条件を調整することにより、1064nm光 3W から 300mW

以上の 355nm光の出力を確認した。355nm光のファーフィールドパターンは walk-offがなく円形

のビームが得られた。PP-LBGO の温度許容幅の測定結果は約 6.4℃であり、これを 1cmあたりに

換算するとΔT=8.3℃・cmとなり、PPMgSLT の約 10倍、LBO type IIの約 2倍許容幅が広い。こ

のことから、本デバイスは 355nm発生において、従来材料と比べて温度許容幅が広く安定動作が

期待され、さらに今後より長尺化することにより、より高出力発生が期待できる。 

  
図 1 THG 発生評価系 

  
図 2. THG 強度(P3)および変換効率 
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